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◆半導体基板を製造するための下地基板の技術分野について有用である。
◆気相成長法で103cm-2台～ 104cm-2台の基板全面で低転位GaNを実現することがで

 きるようになった。
◆従来よりも大きなサイズのデバイスを作れる高品位なGaN基板を作製できる。
◆最終的に複数の三角ファセット構造の上の複数の第2厚膜成長層が合体して第1厚膜

 成長層を埋設することにより転位の低減及び分散効果が得られ、その結果、三角ファ
セット構造並びに第1及び第2厚膜成長層を含む半導体層からパワーデバイス用材料と
して好適な低転位密度の大面積の半導体基板を製造することができる。
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利用・用途・応用分野

ハイブリッド自動車・電車大電流・高耐圧の電力制御パワーデバイス、緑色波長の発光デバイス

目的・課題 解決ポイント

パワーエレクトロニクスにおける

パワーデバイス用材料として好適
な低転位密度の大面積の半導体
基板 を製造する方法を提供する
ことを課題とする。 
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【 厚膜成長ステップの後半を示す断面図 】
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半導体基板の製造方法は、
◆各々、所定方向に沿った断面形状が三角形

 となるように所定方向の幅が100μｍ以上の
複数の三角ファセット構造21を所定方向に並
んで配設されるように形成

◆相互に隣接する三角ファセット構造21間の凹
部を埋め込むように第1厚膜成長層22を形成

◆複数の三角ファセット構造21のそれぞれの上
に所定方向に沿った断面形状が逆三角形に
なるように第２厚膜成長層23を形成

◆複数の三角ファセット構造21の上の複数の
 第2厚膜成長層23が合体することにより、第1
 厚膜成長層22を埋設する。
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